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Ge2Sb2Te5的化学机械抛光研究进展 
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摘要   相变存储器由于具有非易失性、高速度、低功耗等优点被认为最有可能成为下一代存储器的主流产品, 
Ge2Sb2Te5 (GST)作为一种传统相变材料已经被广泛应用在相变存储器中, 而 GST 的化学机械抛光作为相变存储器生

产的关键工艺目前已被采用. 本工作综述了有关 GST 的化学机械抛光技术研究进展, 讨论了 GST 化学机械抛光过程

的影响因素, 如下压力、转速、抛光垫、磨料、氧化剂、表面活性剂等, 并对目前 GST 的化学机械抛光机理进行了归

纳, 进一步展望了 GST 的化学机械抛光技术的发展前景.  
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Abstract  Phase change memory (PCM) is considered a major candidate for next-generation memory due to its nonvolatile, 
fast program access times, low consumable power. So far chalcogenide Ge2Sb2Te5 (GST), as a traditional phase material, has 
been widely adopted and investigated for PCM application. Recently, chemical mechanical planarization (CMP) of GST as a 
key technique for confined structure has been applied in the fabrication of PCM. In this paper, research and development of 
CMP for GST is reviewed firstly and the impact factors of down force, rotation velocity, polishing pads, and the slurry on the 
GST CMP are discussed. For the mechanical parameter, the removal rate (RR) of GST increases with the increasing of pres-
sure and rotation velocity firstly, and then reaches saturation or slightly decreases. The gentle mechanical parameter is a bet-
ter choice for GST CMP due to its lower hardness. With regard to polishing pads, GST polished using Politex reg can attain a 
better surface quality, and almost no residue and scratches can be found, compared with IC1010. The oxidizer of slurry, such 
as H2O2, (NH4)2S2O8, KMnO4 and FeCl3 have a great influence on the GST performance, the oxidization capacity of each 
element in GST alloy is different. Among these elements, Ge is preferentially oxidized, but Te is hard oxidized due to their 
different electronegativity. RR strongly depends on the pH of slurry, it reaches high RR in the strong acidic and alkaline con-
dition. The stable species for GST in the slurries at pH 2 are GeO2, Sb2O3 and Te both for the situations with and without 
H2O2, while they are 3HGeO－ , 3SbO－  and 3TeO2－  for those at pH 11. Usually, the GST polished follows a corrosion 
polishing mechanism and cyclic reaction polishing mechanism in the different conditions. For corrosion polishing mecha-
nism, it involves the direct touching between the GST film and the abrasives of slurry. For the cyclic reaction polishing 
mechanism, it involves passivation by an oxidized GST layer firstly, then mechanical polishing between the oxidized GST 
surface and abrasives, and repassivation. Although the GST CMP process exhibits better electrical performance for the PCM, 
it was very difficult to get the desirable GST CMP solutions due to the complicated GST material characteristics such as den-
sity, composition, doped component, and so on. The suitable slurry composition, optimal polishing process and suitable pol-
ishing pad need to be investigated further, especially below 30 nm complementary metal oxide semiconductor process 
node. 
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1  引言 

相变存储器(phase change memory)作为一种新兴的

半导体器件, 具有非易失性、高速度、高密度、低功耗、

长寿命、数据保持力好、可缩放性并且与现有 CMOS
工艺相兼容等优点, 被认为最有可能取代目前的静态随

机存储器(SRAM)、动态随机访问存储器(DRAM)和闪存

(FLASH)等目前主流产品, 从而成为下一代存储器主流

产品并最先成为商用的半导体存储器件[1,2]. 它是依赖

于相变单元中的特殊硫族材料在加热和快速冷却时发

生晶态(SET 态)和非晶态(RESET 态)之间的可逆相变来

进行数据的存储和擦除, 信息的读取靠测量电阻的变化

来实现. 迄今为止, 相变材料主要由 Ge, Sb, Te, In 和 As
等元素按一定百分比由两种或两种以上元素组成. 在众

多的相变材料中, Ge2Sb2Te5 (GST)由于具有较快的结晶

速度和较低的功耗被广泛使用和研究[3,4]. 传统的相变

单元结构为蘑菇型(T-shape), 它的优点是制备工艺简

单, 成本较低, 三星电子(Samsung)公司首先采用蘑菇

型结构制备出了 512 Mb 的相变存储器样片[5]. 但是由

于此种结构中底电极与 GST 接触面积较大, 在发生非

晶态向晶态转变时所需要电流(RESET 电流)较大, 产生

较大的功耗. 另外, 蘑菇型结构会引起相变单元之间热

串扰效应, 使器件失效. 为了降低RESET电流和减少相

变单元之间的热串扰效应, Yeung 等[6]采用一种体积限

制型结构, 即将相变材料(GST)限制在一个小孔或者大

马士革沟道中, 而 GST 的化学机械抛光(CMP)技术被认

为是实现这种方法的最佳路径或是必选工艺.  
通常情况下, 化学机械抛光系统主要由抛光机、抛

光垫、抛光液组成, 一个标准的化学机械抛光机如图 1
所示. 抛光机由抛光头、抛光垫以及各种控制检测系统 

 

图 1  化学机械抛光示意图 
(a)宏观图, (b)微观截面图 
Figure 1  Sketch map of chemical mechanical planarization       
(a) Macroscopical drawing, (b) Microcosmic cross-section 

组成. CMP 技术的基本原理是将待抛光的晶片背面通过

亲水张力或者真空吸附固定在一个以角速度(ωc)旋转的

抛光头上, 在一定的下压力及抛光液(由超细研磨料、化

学添加剂和液体介质组成的混合液)的存在下, 它的表

面被压在一个粘有弹性抛光垫以角速度(ωp)旋转的平台

上作相对旋转运动. 抛光液通过多孔性抛光垫传送到晶

片上, 它的化学成分与硅晶片产生化学作用, 将不溶物

质转化成易溶物质(化学反应过程), 然后通过磨料的机

械摩擦将这些易溶物质从硅晶片表面去除, 伴随抛光液

被带走(机械过程), 使被抛光表面重新裸露, 化学与机

械作用相互配合, 使反应能继续下去, 只有在化学作用

与机械作用达到一个很精细的平衡时, 才能实现表面低

损伤和高平整.  

2  GST 的化学机械抛光研究进展 

2.1  GST 的化学机械抛光技术 

GST 是一种三元的相变合金材料, 抛光过程中, 对
于平板的 GST 薄膜, 在实现精密抛光同时, 要保证材料

中各种元素的比例不发生改变. 对于图形化的 GST 抛

光, 要求抛光后 GST 在晶片表面无残留, 较少腐蚀坑

(Corrosion pits)和蝶形坑(Dishing)、较少的电介质损失、

抛光的均匀性好. 对于相变材料 GST 的化学机械抛光, 
其工艺流程如图 2 所示, 首先在做好底电极样品的图形

上生长一层氧化硅薄膜, 然后通过光刻和干法刻蚀出限

制型图形(圆孔或大马士革沟道), 并通过物理气相沉积

(PVD)或化学气相沉积(CVD)生长 GST 薄膜填充到限制

图形中, 然后采用化学机械抛光去除多余的 GST 材料.  

 

图 2  体积限制型相变单元的抛光集成工艺示意图 
Figure 2  GST CMP process using the confined structure of PCM 

2.2  GST 的化学机械抛光国内外研究进展 

GST 的化学机械抛光技术兴起于限制型结构的相

变存储器制造, 目前国外已有一些大公司和研究机构进

行 GST 的化学机械抛光技术研究, 但是出于技术保密

角度考虑, 已公开发表的 GST 的化学机械抛光技术的

报道较少. 韩国的三星电子公司[7]集中于化学机械抛光

工艺的研究并提出不同级别纳米尺寸的抛光路线. 如: 
53 nm 采用一步法抛光, 30 nm 采用二步法抛光, 20 nm
采用气相刻蚀和化学机械抛光相结合. 韩国汉阳大学先
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进半导体材料中心的 Cho 小组集中在 GST 的抛光液研

究, 研究了氧化剂、表面活性剂、螯合剂等对 GST 抛光

的影响以及抛光机理. 美国的卡伯特公司(Cabolt)主要

集中 GST 商用抛光液的开发工作, 目前其已开发了一

些商用的抛光液产品 , 如烧结的 SiO2 磨料基磨料

GST2001、胶体 SiO2 基磨料 GST2275、Al2O3 基磨料

GST2246 等.  
在国内, 目前仅有中国科学院上海微系统与信息技

术研究所宋志棠带领的相变存储器研发团队从 2006 年

开始就一直致力于 GST 的化学机械抛光研究工作, 其
中张凯亮、刘奇斌等[8]率先采用 GST 的化学机械抛光制

造出了直径约为 3 μm 的限制型小孔的相变存储器. 钟
旻等[9]对基于 0.18 μm、0.13 μm 和 90 nm 技术节点的

GST图形化晶片的抛光工艺进行研究, 对抛光工艺中的

主要缺陷如腐蚀坑、碟形坑、GST 表面 Te 残留、氧化

物损失等问题进行详细分析. 新安纳电子科技公司的王

良咏小组主要对 GST 的抛光液进行研究, 其对抛光液

中氧化剂、pH 值、表面活性剂以及抛光机理进行研究, 
目前其已开发国产的 GST 抛光液 , 如 GST1101, 
GST1001 等.  

3  GST 的化学机械抛光过程中的影响因素  

GST 的化学机械抛光过程是化学和机械二者共同 

作用产生的结果. 抛光过程的影响因素众多, 任何一个

细微参数的变化都可能会对抛光结果产生较大的影响, 
因此 GST 的化学机械抛光中抛光液和工艺参数的选择

至关重要. 在机械过程方面涉及到抛光头下压力、抛光

头/抛光盘各自的转速、抛光液流量、抛光垫的种类等. 
化学作用方面主要是抛光液中化学物成分, 如磨料、氧

化剂、表面活性剂、复合添加剂、溶液 pH 值. 表 1 对

目前部分 GST 的抛光工艺性能进行了总结.  

3.1  压力、转速、流量的影响 

在 1927 年, 普雷斯顿提出了抛光工艺中压力和转

速与抛光速率的关系即普雷斯顿方程:  
R＝KPV   (1) 

这里 K 为常数, R 代表去除速率, P 代表抛光过程加载到

硅片上面的下压力, V 代表抛光盘相对抛光头的旋转速

率.  
钟旻[9]等在酸性抛光液的条件下对 8英寸的GST进

行了化学机械抛光, 并验证了压力和转速对 GST 去除

速率的影响, 结果表明, 随着压力和转速增大, 去除速

率是先增加、后下降. 作者采用酸性条件下含 3.0 wt%
的二氧化硅磨料和 2.0 wt%的H2O2对GST进行抛光, 其
结果表明随着压力从 0.5 psi增加至 3 psi, 抛光速率是逐

渐增加的. 对于抛光液流量, 随着流量的增大, 抛光速

率逐渐增大最后达到饱和状态, 但是流量的增大会产生  
表 1  目前部分 GST 的抛光工艺性能 a 
Table 1  The performance of GST using different condition 

相变材料 抛光机型 工艺参数 抛光垫 抛光液成分 
GST 去除速率/ 

(nm•min－1) 
抛光效果 

非晶态 GST[9] EPO222 

压力: 3 psi, 
流量: 500 mL/min 
抛光头/抛光盘转速: 60 
head/60 r/min 

Politex reg 
强酸性 
烧结二氧化硅磨粒 
过氧化氢 

200～400 
表面光滑、平整 
较少的 GST 残留 

晶态 GST[10] EBARA 

压力: 0.7 psi, 
流量: 100 mL/min 
抛光头/抛光盘转速:  
20/25 r/min 

— 
酸性; 胶体二氧化硅; 柠檬

酸; H2O2; 苯骈三唑 
79～220 — 

非晶态

GST[11] 
CETR 

压力: 3 psi, 
流量: 75 mL/min 
抛光头/抛光盘转速: 
150/150 r/min 

IC1000/SUBA IV — — 
抛光后 GST 成分没有

发生改变 

非晶态

GST[12] 
Mirra 

压力: 1.5 psi, 
流量: 200 mL/min 
抛光头/抛光盘转速:  
31/30 r/min 

IC1010 作为主抛 
politex reg 作为 
buffer 

酸性; 胶体二氧化硅或者氧

化铝; 碘酸; 硝酸钾; H2O2 
100～120 

有较少的 GST 残留, 
缺陷在控制范围内 

晶态 GST[13] 
Mirra  
200 mm 

压力: 1.0 psi, 
流量: 200 mL/min 
抛光头/抛光盘转速:  
60/56 r/min 

IC1010 
碱性; 胶体二氧化硅; 季胺

盐; H2O2 
81～175 较高的选择比 

掺氮晶态

GST[14] 
6EC,  
Strasbaugh 

压力: 3.0 psi, 
流量: 100 mL/min 
抛光头/抛光盘转速:  
70/70 r/min 

IC1000/Suba IV 强酸性; 胶体二氧化硅; H2O2 约 100 
较好的表面质量, 有
少量的腐蚀坑 

a 1 psi＝6.895 kPa.  
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较多的腐蚀坑. 但是考虑 GST 是一种较软的三元合金,
其硬度与铜相当, 因此抛光时应选择比较温和的机械参

数, 即压力和转速不宜过高, 流量不宜过大. 

3.2  抛光垫的影响 

化学机械抛光中抛光垫的主要作用是输送抛光液、

传导压力和打磨发生化学反应的材料表面, 抛光垫目前

分为软垫、复合垫、硬垫三大类. 半导体工艺生产中典

型的硬抛光垫为 IC 系列, 软垫为 Politex 系列. 作者采

用一种商用的酸性抛光液在 8 英寸 Mirra 抛光机上分别

采用 IC1010、Politex reg 对无图形和有图形的 GST 进行

抛光. 其去除速率如表 2 所示, 对无图形的 GST 抛光, 
与 IC1010相比, 采用 Politex reg抛光垫有较高的去除速

率, 但是均匀性较差.  
表 2  两种不同抛光垫下 GST 去除速率和不均匀性 
Table 2  The removal rate and non-uniformity of GST using two differ-
ent pads 

抛光垫类型 压力 去除速率/(nm•min－1) 不均匀性 

Politex reg 2 psi 410 11.38% 

IC1010 2 psi 340 9.71% 

 
图 3 为采用不同抛光垫对有图形的 GST 进行抛光

后的扫描电镜图片, 抛光后发现 Politex reg 有较好抛光

效果, 表面没有反应物残留, GST 与二氧化硅侧壁仍能

完整接触并没有发生腐蚀和分层现象, 如图 3a. 但是当

采用 IC1010 进行抛光时, 图 3b 显示了 GST 与二氧化硅

接触的侧壁上部的 GST 已经缺失, 有严重腐蚀发生. 其
原因可能是较高硬度的 IC1010 抛光垫在抛光过程中有

较强的机械作用, 而 GST 与 SiO2 在界面处的粘附力较

差, 这样在化学和较强机械作用下造成了侧壁上部的

GST 被去除, 随后抛光液流入孔壁中进而增加了侧向

GST 与抛光液中的氧化剂、添加剂的化学反应并最终造

成了 GST 的腐蚀.  

 
图 3  不同抛光垫条件下有图形的 GST 抛光形貌 
Figure 3  Morphology of patterned wafer using different pads 

3.3  抛光液的影响  

抛光液是整个化学机械抛光中最为关键的因素, 其
主要由去离子水、磨料、氧化剂、表面活性剂、复合添

加剂等组成. 其中任何一种成分的变化都有可能导致抛

光后 GST 的性能发生改变. 目前, 一些科研工作者都对

GST 的抛光液进行了研究.  
3.3.1  磨料的影响 

通常情况下抛光液中磨料的浓度、粒径、形状、电

性都对抛光速率和材料表面产生影响. Park 等[15]采用胶

体二氧化硅、烧结二氧化硅、二氧化铈在碱性条件下对

掺氮多晶 GST 进行抛光. 其结果表明用二氧化铈磨料

获得较高的 GST 去除速率, 胶体二氧化硅获得较低的

GST 去除速率 , 但是却获得了较高的速率选择比

(GST/SiO2). 抛光后, 采用胶体二氧化硅获得了最低的

表面粗糙度, 而采用二氧化铈抛光后的表面最粗糙. 去
除速率的差别可能源于三种不同磨料的特性, 如磨料硬

度、晶体结构、初生粒径和二次粒径. 对于表面粗糙度, 
铈基磨料与硅基磨粒的区别在于抛光机理不同, 铈基磨

粒是直接与 GST 表面接触, 而硅基磨料是非直接接触. 
张泽芳等[16]研究了磨料粒径和浓度对 GST 的去除速率

的影响, 其结果表明去除速率随着磨料浓度的增加而增

加, 单个粒子对 GST 的去除作用随着浓度的增加而降

低.  
3.3.2  氧化剂的影响 

氧化剂主要作用是与抛光材料发生反应, 对材料表

面改性, 使其在材料表面生成氧化层或者加速材料的溶

解作用. 由于GST是一种三元合金, Ge, Sb和Te的元素

反应能力都不相同, 因此选择合适的氧化剂, 降低三种

元素之间反应能力的差异就至关重要. 目前已有一些科

研工作者在进行这方面的研究工作, 如过氧化氢、过硫

酸铵、高锰酸钾、高氯酸钾、三氯化铁等氧化剂都被用

作 GST 的抛光[17～20]. 钟旻等[21]研究了 H2O2对 GST 抛

光的影响, 抛光后其结果显示当有氧化剂存在时, GST
有较好的表面质量, 只有很少的划痕存在. 在 Ge, Sb, 
Te 三种元素中, Ge 最先被氧化、Sb 次之、Te 最难氧化. 
作者[17]在酸性条件下采用不同浓度的过氧化氢对 GST
进行抛光 , 研究结果表明随着过氧化氢浓度的增加 , 
GST 的去除速率在小于 3.0 wt%时逐渐增加(如图 4 所

示), 低浓度时 GST 表面容易产生腐蚀坑, 高浓度时表

面产生一层多孔的钝化膜. 而对于采用过硫酸铵作为氧

化剂并与 H2O2 进行对比实验, 研究结果表明采用过硫

酸铵获得了较高的去除速率, 高的 H2O2 浓度会导致

GST 组分的改变, 但过硫酸铵并不会产生这种影响.  
Cho 等[22]的研究结果表明, 在碱性条件下, 随着

H2O2 浓度的增加, GST 去除速率先增加而后达到饱和, 
而 SiO2的抛光速率没有发生较大的改变. Cui 等[20]在碱

性条件下采用 KMnO4 作为氧化剂, 其结果表明采用 
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图 4  GST 的去除速率与氧化剂浓度的关系 
Figure 4  The relationship between removal rate of GST and oxidizer 
concentration 

KMnO4 获得较高的去除速率和较好的表面性能. 闫未

霞等[19]在酸性条件下, 采用三氯化铁作为氧化剂, 研究

结果表明无磨料的抛光液有较高的去除速率和更好的

表面性能. 三氯化铁不仅含有的 Fe3＋有较强的氧化性, 
而且其阴离子Cl－能与Ge, Sb和Te配位, 二者的共同作

用增强了溶液的化学反应, 从而获得较高 GST 的去除

速率.  
3.3.3  溶液的 pH 值 

张泽芳等[16]研究了不同溶液的 pH值对GST去除速

率的影响, 其结果表明无论是采用粒径为 30 nm 的胶体

二氧化硅磨粒还是只采用去离子水, GST 都是在强酸性

或者强碱性条件下有较高的去除速率. Yi 等 [23]采用  
pH＝2～11的抛光液对GST进行抛光, 发现强酸性和强

碱性条件下 GST 也具有较高的去除速率. 但是强酸性

条件下获得较好的表面粗糙度和高的去除速率, 强碱性

条件下, 表面粗糙度和表面质量较差, 其原因可能是碱

性条件下产生较严重的 Ge, Sb 和 Te 三种元素的选择性

腐蚀, 可溶物质增多. 王良咏等[24]研究了在 pH＝2 和

pH＝11 条件下的 GST 抛光, 其结果也表明碱性抛光液

可以获得较高的 GST 去除速率和选择比, 但是碱性条

件下 GST 的静态腐蚀速率远远高于在酸性溶液, 并阐

述了抛光过程中酸性和碱性条件下的 GST 与 H2O2的化

学反应式.  

pH＝2, 

Ge＋2H2O2＝GeO2＋2H2O 

2Sb＋3H2O2＝Sb2O3＋3H2O 

Te＝Te 

pH＝11,  

Ge＋2H2O2＋OH－
＝ 3HGeO－ ＋2H2O 

2Sb＋5H2O2＋2OH－
＝2 3SbO－

＋6H2O 

Te＋2H2O2＋2OH－
＝ 3TeO2－

＋3H2O 

3.3.4  其它添加剂 
王良咏等[25]研究了表面活性剂对 GST 抛光的影响, 

实验在酸性条件下含 5.0 wt%的胶体二氧化硅、3.0 wt%
的过氧化氢中分别添加阳离子表面活性剂十六烷基三

甲基溴化铵(CTAB)、阴离子表面活性剂聚羧酸铵盐

(Orotan)和脂肪醇聚氧乙烯醚 (AEO9). 其结果显示

AEO9 的加入能够得到较高的抛光速率. Orotan 的加入

有较好的表面质量, 其原因可能是三种添加剂的分子量

和官能团 O/OH 的数量不一样, 而分子链长度的增加会

导致添加剂中 O/OH 与 Ge, Sb 和 Te 配位能力增强, 更
多稳定复杂的混合物形成, 从而对 GST 抛光产生影响. 
Cho 等[26]研究了碱性条件下非离子聚合物作为腐蚀抑

制剂对多晶 GST 的抛光 , 其采用聚丙烯酰胺

(polyacrylamide)、乙烯聚合吡咯烷酮(polyvinyl pyrroli-
done)和聚乙烯醇(polyvinyl alcohol)作为腐蚀抑制剂. X
射线光电子能谱(X-ray photoelectron spectroscopy)和电

化学极化曲线表明了乙烯聚合吡咯烷酮比其它两种有

较好的腐蚀抑制效果.  

4  GST 的抛光机理研究 

化学机械抛光机理一般来说分为两类: 绝缘介质材

料与金属材料的抛光. 对于介质材料如二氧化硅等, 主
要以机械磨损为主, 抛光液中的研磨颗粒与材料表面进

行机械研磨, 化学反应对抛光过程的影响较小. 而对金

属如钨、铜等的抛光, 化学反应尤其是氧化作用占到主

导地位. 在抛光过程中, 金属表面先被抛光液中的氧化

剂氧化, 在表面形成金属氧化层, 然后通过抛光液中的

研磨颗粒和抛光垫与金属表面机械摩擦, 将表面的氧化

层去除, 露出新鲜的金属表面, 新鲜表面再被氧化, 如
此循环. 对于GST, 由于涉及Ge, Sb和Te三种元素, 抛
光机理就比较复杂. 在碱性条件下, Cho 等[22]采用过氧

化氢作为氧化剂、四甲基氢氧化铵和聚丙烯酰胺作为添

加剂来对 GST 进行抛光, 研究结果显示了在过氧化氢

浓度小于 0.2%时, 抛光机理遵循着腐蚀抛光机理, 即抛

光过程中磨料粒子与 GST 的表面直接接触, 部分 GST
膜溶解, 然后再通过机械磨损去除未溶解的 GST 薄膜, 
如此往复循环直至达到满足工艺要求的厚度目标, 如图

5a. 当浓度大于 0.2%时, 其抛光遵循循环反应抛光机

理, 即首先 GST 与抛光液中氧化剂发生反应, 在表面生

成一层多孔的氧化层, 然后在胶体二氧化硅磨料的机械

作用下去除多余的氧化层, 露出的新鲜 GST 又在抛光

液的化学作用下再被氧化, 如此循环往复, 直至达到所

需要的厚度, 如图 5b 所示. Cui 等[20]采用了高锰酸钾作

为氧化剂, 四甲基氢氧化铵作为添加剂、丙烯酰胺作为

表面活性剂. 研究表明高锰酸钾具有较强的氧化能力,  
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图 5  GST 的抛光机理示意图 
Figure 5  The polishing mechanism of GST CMP 

其抛光机理遵循着循环反应抛光机理. 在酸性条件下,
作者[17～19]对 GST 抛光机理进行了一系列的研究, 分别

采用过氧化氢、过硫酸铵和硝酸铁作为催化剂对 GST
进行化学机械抛光. 对于采用过氧化氢作为氧化剂, 其
抛光机理与碱性条件下类似, 即低浓度条件下, 抛光机

理为腐蚀抛光机理, 高浓度条件下遵循着循环反应抛光

机理. 但是对于过硫酸铵作为氧化剂, 从低浓度到高浓

度的范围都遵循着腐蚀抛光机理. 

5  结语 

GST 的化学机械抛光工艺是实现高密度、低功耗相

变存储器制造的关键所在. 目前中国科学院上海微系统

与信息技术研究所、美国应用材料(Applied Material)公
司、卡伯特公司、三星电子公司等都已经对 GST 的化

学机械抛光进行大量的研究, GST 化学机械抛光的难点

在于 GST 材料性质较软, 并且与周围介质层的粘附性

较差, 在抛光过程中要特别避免 GST 的剥落和表面损

伤. 另一方面, GST 是三元合金, 要保证抛光后各元素

的组分不变, 但由于各元素的氧化择优性不同, 抛光过

程中的产物容易残留在 GST 表面上, 这要求抛光后需

要加入一步清洗工艺. 因此, 必须合理地选择磨料、氧

化剂、表面活性剂、分散剂等添加剂以及抛光工艺参数, 
使 GST 抛光过程中化学作用和机械作用处于动态平衡, 
同时需要处理好高的 GST 抛光速率、适当的 GST/SiO2

抛光选择性、良好的终点检测与控制等之间的平衡关系, 
GST 抛光工艺的重复性、稳定性、可靠性等的实现, 特
别是纳米尺度图形 GST 的抛光工艺是今后 GST 化学机

械抛光的研究重点和难点所在, 需要进一步研究其抛光

机理. 
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